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©Vakuumschaltkammer 

@ Vakuumschaltkammer fur Mittelspannung, insbeson- 
dere fur Leistungssch alter, mit einem isolierenden, zylin- 

. 1 drischen Kammergehause, das von metallischen Deckeln 
verschlossen ist, welche von jeweils relativ zueinander 
beweglichen Stromzufuhrungsbolzen durchdrgngen sind 
und im Schaltkammerinneren einander. sich gegenuber- 
stehende Schaltstucke tragen, die von einem Zentral- 
schirm mit Abstand umgeben sind, dadurch gekennzeich- 
net, daft der Zen tralschirm (1 1 ) aus einer Matrix einer oxi- 
dischen Keramik gebildet ist, in die Zirkoniumoxid (Zr0 2 ) 
eingelagert ist. 
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Beschreibung 

.Die Hrfjndving betrifFt cine VajcuuixischsiU c s i sinsr flir 
Mittelspannimg, insbesondere fiir Leistungsschalter, mit ei- 
nem isolierenden,.zyiindrischen Kammergehause, in dessen 
Innereri ein konzentrischer, die SchaltstUcke umgebender 
Zentralschirm angeordnet ist, 

Dieser Zentralschirm - in der Regel als metallisches Zy- 
linderteil ausgefuhrt - schiitzt das isokerende Kammerge- 
hause vor metallischer Bedampfung bei einem Leistungs- 
lichtbogcn; gleichzcitig fungicrt cs als Hitzcschild. 

Nachteilig ist, daB bei einer Leistungsabschaltung ein 
ausschleifender Lichtbogen iiber den Zentralschirm gefuhrt 
werden kann, der Gase sowie Metallflitter emittiert, welche 
die innere Spannungsfestigkeit sowie das Abschaltyermd- 
gen der Kammer herabsetzen konnen. 
. Aus der t)E 38 29 888 Al ist bekanni; die Zentralabschir- 
mung aus einem Metall herzustellen, das C jettermaterial entr 
halt bzw. von diesem gebildet ist. Als solches Gettermaterial 
ist in bevorzugter Weise Utah vorgeschlagen, da dieses un- 
ter anderem in der Lage ist, Methangas (CA4) zu binden. 
Aufgrund der hohen Schmelzteniperatur entsteheri bei Titan 
beim Anschmelzen auch nur minimale, die Spannungsfe- 
stigkeit praktisch nicht beeintrachtigende Metallflitter. 

Die Aufgabc der Erfinduhg ist cs, fur den Zentralschirm 
einen Werkstoff vorzusehen, der die vorerwahnten Nach- 
teile nicht aufweist und dem eine hervbrragende Tempera- 
turwechselbestandigkeit sowie gutes Thermoschockverhal- 
ten irtnewohnt. 

. Die Losung gelingt mit den kennzeichnendeh Merkmalen 
der Anspriiche 1, 5, 7, 14, 15, 18, 20 und 21. 

Es wurde gefunden, daB fur den Zentralschirm nur beson- 
dere anorganische Werkstoffe in Frage kommen, 

Keramiken sihd fur Vakummschaltkarhmern - insbeson- 
dere zur Bildurig der Kammergehause - bekannt. Dabei han- 
delt es sich in der Regel urn eine relativ preiswerte A1 2 0 3 - 
Keramik, die jedoch als ^ntralschirmmaterial wegen der 
mangelnden Temperaturwechselbestandigkeit nicht taugt. 

Hingcgcn geniigt dicscn Anfordcrungcri crfindungsgc- 
iriaB eine oxidische Keramik in Matrixform, in der Zr0 2 - 
Teilchen eihgelagert sind (Anspruch 1). Der Zr0 2 -Anteil 
kann bis zu 15,Gew.-%. betragen. Als oxidische Keramik 
eignet sich heryorragend A1 2 0 3 . Diese erhalt damit ein we- 
sentlich besseres Thermoschockverhaiten. sowie eine gestei^ 
gerte Zahigkeit. Der Verstarkungsmechanismus beruht auf 
der energieaufzehrenden Phasehumwandlung des Z1O2 von 
der tetragonalen in die mbnokline Gitterstruktur. Man 
spricht deshalb auch von einer umwandlungsverstarkten 
Al 2 0 3 -Keramik. . 

Durch genaue Einstellung der Zr0 2 -Korngr6Benvertei^ 
lung und/oder durch Teilstabilisierung mit CaO, MgO bder 
Y 2 0 3 (bis ca. 5%) lassen sich keramische Korper mit ver- 
besscrter Zahigkeit und Thcrmoschockbcstandigkcit hcr- 
stellen. 

Die Einbringung von metallischen Hartstoffen, wie TiC 
oder TiN in eine oxidkeramische Matrix hat ebenfalls unter 
anderem zum Ziel, die 'iTiermoschockempfindlichkeit in- 
folge der guten Warmeleitfahigkeit der metallischen Hart- 
stoffe erheblich zu yerbessern. Die Gewichtsanteile der 
Hartstoffe sollten mindestens 10% ausmachen, aber 30% 
nicht tlbersteigen. 

Als geeignetes. Zentralschirmmaterial wird ferner eine 
whiskerverslarkte oxidische Keramikmatrix angesehen (An- 
spruch 5). Hierbei eignen sich besonders SiC-Whisker, die 
in einer Al 2 0 3 -Matrix eingelagert sind und diese verstarken. 
» Der Gewichtsanteil der SiC- Whisker sollte in der GroBen- 
ordnung Yon 10% bis 20% liegen. 

Whisker sind nadelfbrmige Einkristalle, die sich durch ei- 



nen sehr niedrigen Fehlerortungsgrad und eine besonders 
hohe Festigkeit auszeichnen. Das Prihzip der Verstarkung 
durch Whiskereiniagerung beruht imwesentiichen auf einer 
Hemmung des RiBfortschrittes durch RiBverzweigung und . 

5 Ablenkung der Risse entlang der Grenzflachen Whisker/ 
Matrix. Die geringe Warmeausdehnung und die gute War- 
rneleitfahigkeit des SiC bewirken eine sehr hohe Thermo- 
schockfestigkeit. 

Mischkeramiken erfullen ebenfalls die gestellten Anfor- 

10 derungen fur ein Zentralschinnmaterial (Anspruch 7). Be- 
sonders gecignct schcincn hicr die handclsublichcn Mullitc, 
wie 3 Al 2 0 3 2 Si0 2 (Siliziummischpxtd), sowie Cordierite^ 
wie 2 Mg 2 Ai 2 p3 5 Si0 2 (Aiuminium-Magnesiumsilikat), 
zu sein. Eine bevorzugte Mischkeramik kann 76 bis 

15 79 Gew:% A1 2 0 3 sowie 20;5 bis 23 Gew.% Si0 2 enthalten; 
eine.andere 34% A1 2 0 3 , 51% Si0 2 und 14% HgO. Weitere 
aussichtsreiche Mischoxidkeramiken sind Zirconoxide mit 
Cordierite Zr0 2 Si0 2 , sowie Zirconsilikat ZrSi0 3 bzw. 
ZrSiC>4 und schlieBlich das Magnesiumsilikat MgSiC^. Eine 

20 weitere aussichtsreiche Mischkeramik ist das Aluminiumti- 
tanat AI^TiO^ wobei der Ti0 5 -Anteil unter 3,5 Gew.-% ge- 
halten werden sollte. 

Hervorragende Eigenschaften hinsich'tlich Bruchzahig- 
keit und Thcrmoschockverhaiten sind den Nitritkeramiken 

25 cigen. Hicr sci insbesondere die unter. den Handclsnamcn 
"SiALON" bekannte Keramik genannt, die durch Mischkri- 
staUbildung zwischen Si 3 N 4 und A1 2 0 3 . (Si 3 N 4 A1 2 0 3 ) eht- 
steht (Anspruch 13). Die Qualitat dieses Werkstoffes sei an 
folgendem Beispiel verdeutlicht: 

30 Schreckt man verschiedene keramische Proben von unter- 
schiedlich hohen Temperaturen in Wasser ab, so treten bei 
den einfachen OxiaMceramiken bei einer Temperaturdiffe- 
renz von T = 300°C erste Risse auf, bei der Nitritkerarnik 
dagegen erst bei einer Temperatur T = 750°C. 

35 Es kann qt und p-SIALON mit folgender MaBgabe einge- 
setzt werden: 

a: Me* (SiAl) 12 (0,N) 16 z. B. CaQ 5, Si^^Ali^Oo.sNlS^s 
P:Si6 x Al x G x N 8x ; der Wert fur x liegt hier zwischen 0 und 

4,2. . ■ ■■ ; - ; 

40 , Als weitefer erfinderischer Werkstoff eignet . sich ein 
Schaurrikeramikkdrper, sog. Open-Pore- Keramik (An- 
spruch 15). Diese oxidischen Keramikkorper werden nach 
einem spezieUen Schaumverfahren unter Hinzufugeri von 
organischem Polyurethanschaum, der natiirlich wieder ent- 

45 fernt wird, hergestellL Fur den Anweridungsfall kristallisie- 
' ren sich unter anderem Kbrper aus dem Werkstoff Cordie- 
rite, Muilite, partiell stabihsertes Zirconiumoxid (65%) sta- 
bilisiert mit 35% A1 2 0 3 heraus. Diese Werkstoffe YerfUgen 
Uber ein hervorragendes Thermoschockverhalten. 

50 Gemafi Anspruch 18 sind aber auch sog. Cermets, also 
Sinterkorper aus oxidischen bzw. nichtoxidischen Kerami- 
ken sowie Metallen oder Metallegierungen eine hervorra- 
gende Matcrialwahl fur den Zentralschirm. 

Die Gehalte der Komponenten soli zwischen 15 und 

55 85 Vol% liegen, wobei eine geringe gegenseitige Loslich- 
keit der Phasen ineinander bei SintertemperatUr zulassig ist. 
Verwendet werden Cermets auf Al 2 0 3 -Basis, mit Metallen 
HC oder TiN mit Ni und/oder Co als Binder. In kleinen 
Mengen konnen zum Teii TaC, TkN, VQ Mo 2 C oder WC 

60 zugesetzt sein. 

Eine Abart bilden die superstarken Metallmatrixverbin- 
dungen. Hierbei wird ein keramisches Materialgranulat, 
z. B. A1 2 0 3 , gebildet und in ein Metallbad (Schmelztempe- 
ratur je nach Werkstoff zwischen 500°C und 1600°C) einge- 

65 taucht. Durch Kapillarkrafte saugt sich das Al 2 0 3 -Granulat 
mit dem fliissigen Metall vol! und bildet nach dem Erkalten 
einen . Metall/Keramikverbundkorper von geringem Ge- 
wicht, hoher Festigkeit und einem guten Thermoschockver- 
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hajten. Als Metallkomponente hat sich Kupfer als sehr ge- 
eigriet herausgestellt. 

SchlieBlich k^nn hochre-incs El ektrograpbi i als Zentraiab- 
schirmmaterial eingesetzt werden; es besitzt bekanritlich 
eine sehr hohe Temperaturwechselbestandigkeit und ist - 5 
wie die Cermets - halbleitend, was jedoch die Verwendbar- 
keit nieht einschrankt. Das Graphit laBt sich noch wesentlich 
fur den Anwendungszweck verbessern, wenn es mit Car- 
bonf asern verstarkt wird. Damit erreicht man eine geringere 
Warmekapazitat sowie eine geringere Bruchempfindlichkeit 10 
gcgcnubcr rcincm Graphit. 

Die Vorteile einer nichtmetallischen Auskleidung mit den 
vorerwahnten Materialieh sind fplgende: 

Bei einer KurzschluBabschaltung findet nur ein Druckan- 
stieg in Hohe der freigesetzten Gase des Kontaktmateriales 15 
in der Schaltkammer statt: 

Es bilden sich keine Metaliflitter wie bei einer metalli- 
schen Auskleidung infolge von verflussigtem und und weg- 
gespritztem Material, welche die innere Spannungsfestig- 
keit der Kammer erheblich herabsetzen k&nnen. 20 

Die Bedampfung inrierhalb der Schaltkanuneri hervorge- 
rufen durch stromstarke Abschaltung, reduziert sich auf den 
Anteil, der aus dem Kontaktwerkstoff hervorgeht Dieses 
bedeutet eine Erhohung der Langzeitspannungsfestigkeit. 

Es konnen groBcrc Kontaktdurchmcsscr bei konstantcm 25 
Innendurchmesser des Kammergehauses eingesetzt werden, 
da ein Beriihren eines ausschleifenden Lichtbogens mit der 
Innenseite des Zentralschirmes keinen Stehlichtbogen zwi- 
schen dieser und dem Kontaktsystem zur Folge hat. 

Soweit es die Herstellung erlaubt, ist es giinstig, wenn die 30 
Materialien zumindest an der den Schaltstiicken zugewand- 
ten Oberflache wabenformig bzw. porig oder lochrig ausge- 
fuhrt sind. Die Poren oder Locher konnen durchgangig sein 
pder riur bis zu einer gewissen Tiefe reichen. Diese AusfUh- 
rung hat den Vorteil, daB sich vom Lichtbogen produzierter 35 
Metalldampf bzw. nach KurzschluBabschaltung Yerflussig- 
tes Kontaktmaterial in den Poren bzw. Lochem anlagern 
kann. 

Da die vorgenannten Materialien in der Rcgcl den glci- 
chen Ausdehnurigskoeffizienten haben wie die Kammerge- 40 
hausekeramik, ist es zweckmaBig, sie in einer Ausnehniung ' 
im Kammergehause unterzubringen. 

Vfird das Kammergehause aus zwei aufeinanderstehen- 
den Zylindern gebildet, so kann der ebenfalls als Ringzylin- 
derteil ausgebildete Zehtralschirm sogar die Zentrierung der 45 
einzelnen Kammergehausezylinder ubernehmen (siehe an- 
liegende Figur). 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der einzi- 
gen, anliegenden Figur schematisch dargestellt. Gezeigt ist 
eine Vakuumschalterkammer im Langsschnitt. 50 

Das aus isolierender Keramik (AI2O3) gebildete Kam- 
mergehause der Schaltkarnmer 1, wird von zwei Keramik- 
zylindcrn 2, 3 dargestellt, die an den Stirnscitcn mitcinandcr 
iiber die Lotnaht 4 verbunden sind. Verschlossen ist das 
Kammergehause mittels der metallischen AbschliiBdeckel 55 
5, 6. Letztere werden dicht von Schaltkpntaktstucken 9, 10 
tragenden Stromzuruhrungsbolzen 7, 8 durchgriffen. Ein 
Zen tralschirm 11 in Form eines ringfbrmigen Zylinders um- 
gibt die Schaltkontaktstucke und ist in inneren Ausnehmun- 
gen der Kerarrlikzylinder 2, 3 biindig eingesetzt. 60 

Die Enden des Zentralschirmes 11 tragen weitere, in die 
Schaltkarnmer ragende zylindrische Schirmabsatze 11a, 
lib. Sie konnen unmiltelbar am Zenlralschinn 11 angefonnt 
oder zwischen dessen Enden und dem radialen Absatz des 
jeweiligen Keramikzyhnders 2, 3 eingesetzt sein. 65 

Weitere zylindrische Schirmteile 13a, 13b decken die je- 
weilige innere Kante des Keramikzylinders 2, 3 ab. Die 
Schirmabsatze Ua, lib konnen aus Utan oder aber aus ei- . 
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nem weicheri Material, z. B. Kupfer, gebildet sein. 

Hingegen ist der 2^entralschirm 11 aus einem der in den 
Anspruchen genannten Material (Isolator h7w, Halhleiter) . 
gebildet. Damit konnen TemperaturdifFerenzen bis ca. 
1000°C schadfrei beherrscht werden, ohne daB der Schirm 
Metall oder Gase emituert. 

Ein Wellenrohr.14 Obernimmt die Abdichtung zwischen 
dem beweglichen Strornzufuhrungsbolzen 8 sowie dem Ab- 
schluB deckel 6. Es wird im Bereich des Keramikzylinders 3 
von einem zylindrischen Schirm 15 abgedeckt, der am 
Stromzu fuhrungsbolzcn 8 festgemacht ist. 

Der Zentralschirm 11 ist in der Hegel als Ringzylinder 
ausgebildet und kann so eingesetzt sein, daB er die aufeinan- 
derstehenden Keramikzylinder 2, 3 beim Zusarnmenbau 
zentriert. 

Patentanspruche 

1. Vakuumschaltkammer fur Mittelspannung, insbe- 
sondere fUr Leistungsschalter, mit einem isolierenden, 
zylindrischen KammergehSuse, das Yon metallischen 
Deckeln verschlossen ist, welche von jeweils relativ 
zueinander beweglichen Stromzufuhrungsbolzen . 
durchdrungen sind und im Schaltkammerirmeren eih- 
andcr sich gcgcnubcrstchcndc Schaltsttickc tragen, die 
von einem Zentralschirm mit Abstand umgeben sind, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Zen tralschirm (11) 
aus einer Matrix einer oxidischen Keramik gebildet ist* 
in die Zirkoniumoxid (Zr0 2 ) eingelagert ist 

2. Vakuumschaltkammer nach Anspruch*l, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Matrix eine Al^C^-Matrix ist. 

3. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB in die Al 2 0 3 -Matrix zusatzlich 
metallische Hartstoffe, wie HC oder UN, eingelagert 
sind. 

4. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die mit Zirkoniumoxid yer- 
starkte Al 2 03-Matrix Zusatze von CaO, HgO oder 
Y 2 0 3 cnthalt 

5. Vakuumschaltkammer fiir Mittelspannung, insbe- 
sondere fUr Leistungsschalter mit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), das von. metalli- 
schen Deckeln (5, 6) .verschlossen ist, welche von je- 
weils relativ zueinander beweglichen Stromzufuh- 
rungsbolzen (7, 8) durchdrungen sind und im Schalt- 
kammerinneren . einander sich gegenuberstehende 
Schaltstiicke (9, 10) tragen, die von einem Zentral- 
schirm (11) mit Abstand umgeben sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fur den Zentralschirm (11) eine 
whiskerverstarkte oxidische Keramikmatrix verwendet 
ist. 

6. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Keramikmatrix ein A1 2 0 3 - 
Matrixwerkstoff ist, der durch SiC-Whisker verstarkt 
ist. 

7. Vakuumschaltkammer fUr Mittelspannung, insbe- 
sondere tiir Leistungsschalter mit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), das von metalli- 
schen Deckeln (5„ 6) verschlossen ist, welche yon je- 
weils relativ zueinander beweglichen Strornzufuh- 
rungsbolzen (7, 8) durchdrungen sind und im Schalt- 
kammerinneren einander sich gegenuberstehende 
Schaltsiucke (9, 10) tragen, die von einem Zeniral- 
schirm (11) mit Abstand umgeben sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fur das Material des Zentralschirmes 
(11) Mischoxidkeramiken verwendet sind. 

8. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik Magnesi- 
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umsilikat MgSi0 2 verwendet ist. 

9. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik Zirkcnsiii- 
kat ZrSi0 2 bzw. ZrSiC>4 verwendet ist. 

10. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 7, dadurch 5 
gekennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik Silizium- 
mischoxid 3 Al 2 6 3 2 Si0 3 (Mullite) verwendet ist 

11. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik Alumi- 
nium-Magensiumsilikat 2 Mg 2 AI2O3 5 Si0 2 (Cordie- 10 
rite) Ycrwcndct ist. 

12. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik eine Ver- 
bindung aus Zirkotioxiden mit. Cordieriten ZrC^ SiO z 
verwendet ist. ■ . 15 

13. Vakuumschalter nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Mischoxidkeramik Aluminium- 
dtanat A1 2 H0 5 , wdbei der (jewichtsanteil von T1O5 
kleiner.als 3,5% ist, verwendet ist. 

14. Vakuumschaltkammer fttr Mittelspannung, insbe- 20 
sondere fur Leistungsschalter rriit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), das voh metalli- 
schen Deckeln (5, 6) verschlossen ist* welche Yon rela- 
tiv zueinander beweglichen SUx>mzufuhrungsbolzen 
(7, 8) durchdrungen sind und im Schaltkammcrinncrcn 25 
einahder sich gegeniiberstehende Schaltstiicke (9, 10) 
tragen, die von einerri Zentralschirm (11) mit Abstand 
umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daB fur den 
Zentralschirm (11) Nitridkeramiken, insbesondere von 
S13N4 Al 2 03 (SiALON), verwendet sind. 30 

15. Vakuumschaltkammer fur Mittelspannung, insbe- 
sondere fur Leistungsschaler mit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), das von metalli- 
schen Deckeln (5, 6) verschlossen ist; welche. von je- 
weils relativ zueinander beweglichen StromzufUh- 35 
rungsbolzen (7, 8) durchdrungen sind und im Schalt- 
kammerinneren einander sich gegeniiberstehende 
Schaltstiicke (9,-10) tragen, die von einem Zentral- 
schirm (U) mit Abstand umgeben sind, dadurch gc-. " 
kennzeichhet, daB der Zen tralschirm (11) von einer 40 
oxidischen Schaumkeramik (Open-Pore-Keramik) ge- 
bildet ist 

16. Vakuumschaltkammer nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, (daB die Schaumkeramik durch Zirkcn 
niumoxid ZrC^ gebildet, das mit 30 bis 40 Vol% Alu- 45. 
miniumoxid A1 2 G 3 stabilisiert ist. 

17. Vakuumschaitkammer nach Anspruch 15, gekenn- 
zeichnet durch aufgeschaurnte Cordierite oder Mullite. 

18. Vakuumschaltkammer fur Mittelspannung, insbe- 
sondere fur Leistungsschalter mit einem isolierenden; 50 
zylindrischen Kammergehause (i), das von metalli- , 
schen Deckeln (5, 6) verschlossen ist* welche von je- 
wcils relativ zueinander beweglichen Stromzufiih- 
rungsbolzen (7, 8) durchdrungen sind und im Schalt- 
kammerinneren einander sich gegeniiberstehende 55 
Schaltstiicke (9, 10) tragen, die von einem Zentral- 
schirm (11) mit Abstand umgeben sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Zen tralschirm (11) aus einem 
Cermet, d. h. aus oxidischen bzw. nichtoxidischen ke- 
ramischen sowie metallischen Bestandteilen gebildet 60 
ist. 

19. Vakuumschaltkammer nach Anspruch. i 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Vpluimna der Komponenleh. 
Keramik-Metall zwischen 15 und 85% gewahlt sind. 

20. Vakuumschaltkammer fur Mittelspannung, insbe- 65 
sondere fur Leistungsschalter x mit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), das von metalli- 
schen Deckeln (5, 6) verschlossen ist, welche von je re- 



lativ zueinander beweglichen Strorrizufuhrungsbolzen 
(7, 8) durchdrungen sind und im Schaltkamrrierinneren 
einander sich gegeniiberstehende ochaltstucke (9, 10) 
tragen , die von einem Zehti^schirrri (11) mit Abstand 
umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daB der Zen 
tralschirm (11) aus keramischen Granulat, z. B. Al 2 0 3 - 
Granulat, gebildet ist, dessen Zwischenraume durcji 
Eintauchen in ein.Metallbad mit Kupfer ganzbzw. teil- 
weise ausgeftillt sind. 

21. Vakuumschaltkammer fiir Mittelspannung, insbe- 
sondere fiir Leistungsschalter, mit einem isolierenden, 
zylindrischen Kammergehause (1), . das von metalli- 

. schen Deckeln (5, 6) verschlossen ist, welche jeweils 
relativ zueinander beweglichen Stromzufiihrungsbol- 
zen (7, 8) durchdrungen sind und im Schaltkammerin- 
neren einander sich gegeniiberstehende Schaltstiicke 
(9, 10) tragen; die von einem Zentralschirm (11) mit 
Abstand umgeben sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Zen trakchirm (11) aus hochreinem Elektrographit 
gebildet ist. 

22. Vakuumschalter nach Anspruch 21, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Elektrographit mit Carbonfasern. 
verstarkt ist. 

23. Vakuumschaltkammer nach einem der Anspriiche 
1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB mindes tens die 
Innenseite des zylindrischen Zentralschirmes (11) eine 
wabenfbrmige Oberflachenstruktur aufweist. 

24. Vakuumschaltkammer nach einem der Anspriiche 
1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB miridestens die, 
die Schaitkontaktstucke (9, 10) umschlieBende Hache 
des Zentral schirmes (11) eine mit Poren bzw. Lochern 
behaftete Oberflachenstruktur aufweist. 

. 25. Vakuumschaltkammer nach einem der Anspriiche 
1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daB der Zentral- 
schirm (11) in einer Ausnehmung im Isolierkdrper der 
Kanuner unmittelbar eingesetzt ist. 
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